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Erfindungsanspruch:

1. Atzmittel fiir polykristalline Siliciumschichten, bestehend aus einem Gemisch von Essigséure, 0,9...3% Flu3siure, 2...8%
Salpetersdure, 2...9% Wasserund 2 - 1073...8 - 107% Silbernitrat, dadurch gekennzeichnet, daR es eine katalytische Menge
von Nitritionen enthalt.

2. Atzmittel nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daR es 0,03...1% eines wasserldslichen Nitrits enthalt.

3. Atzmittel nach Punkt 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dai3 es 0,03...1% Ammoniumnitrit enthait.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Atzmittel zur Strukturierung polykristalliner Siliciumschichten. Es findet Anwendung bei der
Herstellung von Halbleiterbauelementen.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Zum Atzen polykristalliner Siliciumschichten in der Halbleiterfertigung ist nach der DD-PS 123488 ein Atzmittel bekannt, daR aus
einem Gemisch von Essigsaure mit 0,9...3% FluBsaure, 2...8% Salpetersaure, 2...9% Wasserund 2 - 1073...8 - 107%%
Silbernitrat besteht. Dieses Atzmittel hat den Nachteil, daB sich seine Atzrate in Abhangigkeit von der Standzeit des Atzmittels
und der darin geéatzten Anzahl von Halbleiterscheiben sehr stark dndert. Es wurden Anderungen der Atzrate bis zu 40%
gegenlber dem Anfangswert festgestellt, so da® die erforderliche MaRBgenauigkeit der gedtzten Strukturen im polykristallinen
Silicium bei Chargenbearbeitung von Charge zu Charge nicht gegeben ist.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erﬁnd’ung ist es, die Schwankungen der Ma3genauigkeit der gedtzten Strukturen im polykristallinen Silicium bei
Chargenbearbeitung von Charge zu Charge zu verringern.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Atzmittel fir polykristalline Siliciumschichten in der Halbleiterfertigung zu schaffen, dessen
Atzrate weitgehend unabhiangig von der Standzeit des Atzmittels und der darin geédtzten Anzahl von Halbleiterscheiben ist.
ErfindungsgemaR ist die Aufgabe, ein Atzmittel fiir poiykristalline Siliciumschichten, bestehend aus einem Gemisch von
Essigsaure, 0,9...3% FluBsaure, 2...8% Salpetersaure, 2...9% Wasserund 2 - 1072...8 - 10~3% Silbernitrat, zu schaffen, dadurch
geldst, daR das Atzmittel eine katalytische Menge von Nitritionen enthait.

Es ist zweckmiBig, daB das Atzmittel 0,03...1% eines wasserléslichen Nitrits enthilt.

Es ist schlieBlich zweckmiRig, daB das Atzmittel 0,03...1% Ammoniumnitrit enthalt,

Eswurde gefunden, daB der Zusatz einer katalytischen Menge von Nitritionen sich auRerordentlich stabilisierend auf die Atzrate
auswirkt.

Das erfindungsgemafie Atzmittel hat den Vorteil, daR es bis kurz vor seiner Erschdpfung eine praktisch konstante Atzrate besitzt.
Dadurch wurden die Schwankungen der Maf3genauigkeit der gedtzten Strukturen im polykristallinen Silicium bei
Chargenbearbeitung von Charge zu Charge derart verringert, daf die Ausbeute bei der Strukturierung des polykristallinen
Siliciums wesentlich erhoht wird. AuBerdem ist der Einsatz von Testscheiben zur Atzratenbestimmung nicht mehr notwendig.

Ausfahrungsbeispiel
Die Erfindung soll nachfolgend anhand zweier Ausfihrungsbeispiele ndher erldutert werden.

Beispiel 1
Einer Atzldsung aus 300 mi FluBsaure (37,5%ig), 300 m| Salpetersiure (65%ig), 18mi 0,1n Silbernitratldsung und 5400 mi
Essigséure {(100%ig) werden 0,3g Ammoniumnitrit zugesetzt.

Beispiel 2

Einer Atzldsung aus 250 ml FluBsaure (38,5%ig), 250 ml Salpetersaure (65%ig), 4500 mi Essigsaure (100%ig) und 15mi 0,1n
Silbernitratlésung werden 5,3 g Natriumnitrit oder Kaliumnitrit zugesetzt.

Es hat sich gezeigt, daR mit diesen Atzlésungen die polykristallinen Siliciumschichten von bis zu 500 Halbleiterscheiben von
76 mm Durchmesser strukturiert werden kdnnen, wobei die Schwankung der Atzrate nur etwa 3...6% betragt. Die Atzmittel
arbeiten selektiv und dtzen polykristallines Silicium etwa 100mal schneller als Siliciumdioxid.
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